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Rys. 1-487. BF183 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 
Firma: U N I T R A - C E M I 
Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny 
n-p-n, małej mocy bardzo wielkiej częstotli-
wości, w obudowie metalowej TO-72 
Zastosowanie: głowice w.cz. odbiorników 
TV z pasmem U H F , oscylatory z wysoką 
stabilnością częstotliwości 
Typy podobne: BF183 (Ses, Ph, RTC) 
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Wartości graniczne 

t'CB max 30 V t. j max 175 °C 
UeB max 3 V p C max 150 mW 

max 20 mA htg —65-f- +175 °C 

" tamb = 25°C 
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Rys. 1-488. Charakterystyki wyjściowe Rys. 1-489. Zależność współczynnika wzmoc-

nienia prądowego od prądu kolektora 
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Rys. 1-490. Zależność parametru yllb od 
częstotliwości 
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Rys. 1-491. Zależność parametru y12b od 
częstotliwości 
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Rys. 1-492. Zależność parametru y22b od 
częstotliwości 
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Rys. 1-493. Zależność parametru y22b °d 
częstotliwości 


